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１．概要（Summary） 

透明電極がディスプレイや照明等の基板材料とし

て注目を集めており、早稲田大学水野研究室において

も様々な応用について検討を進めている。 
本検討では、様々な特性の向上へ向けて、透明電極

上に大面積にナノドットパターンを作製することを

検討した[1]。 
ナノドットパターンを作製する手法として、東京大

学において大面積にナノパターンを作製可能な電子

線描画装置 F7000S-VD01 （ADVANTEST）を用いた。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置 (ADVANTEST 

F7000S-VD01) 
 

【実験方法】 
基板としては、厚さ 525 µm の 4 inch シリコン基板を

用いた。基板上には、密着層 OAP(HMDS)、電子線レジ

スト ZEP520A を成膜し、電子線描画装置を使用してナノ

ドットパターンを描画後、現像によりレジストパターンを作

製した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に 160 nm 直径、270 nm ピッチのナノドットレ

ジストパターンを作製した基板を電子顕微鏡で観察した

写真を示す。電子顕微鏡結果よりナノドットパターンの作

製できていることが確認された。 

 
Fig. 1 Fabricated nano-dot pattern resist on Si 

 
今後はこのナノドットパターンを透明電極に転写させること

を検討していく。 
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